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この課題の目標は熱電式水素センサーの熱電素子の

製造プロセスを適正化し、水素センサーとして良好なパフ

ォーマンスを得ることである。そのため、現状の SiGe の物

性値を調べ、改善するプロセスのパラメーターを次のよう

に決定した。 

１．概要（Summary） 

・SiGe のスパッタターゲットの Si と Ge の組成比変更 
・SiGe のアニールの温度条件変更 

今回、Si と Ge の組成比が 70：30（Si70Ge30）のターゲ

ットをスパッタしていただき、RTA でアニールした膜のシ

ート抵抗を四探針プローブ抵抗測定装置で測定したので、

報告する。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

四探針プローブ抵抗測定装置 
プラズマ CVD 装置 
 

【実験方法】 
測定したサンプルは、NPF にスパッタを依頼した新タ

ーゲット（Si70Ge30）で 400 nm成膜し、RTAで 800℃ 60
分 + 1100℃ 30 秒のアニールを行ったものである。 

比較サンプルとして、従来のスパッタターゲット

（Si80Ge20）で 350 nm 成膜し 1000℃ 2 時間のアニール

を行ったもののシート抵抗を測定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 それぞれの結果について記述する。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

(1) 従来のターゲット（Si80Ge20） 
  シート抵抗＝657 （Ω／□） 
  抵抗率＝657 （Ω／□）×350×10-7 （cm） 
       ＝2.3×10-2 （Ωcm） 
 
(2)新ターゲット（Si70Ge30） 
シート抵抗＝100 （Ω／□） 

  抵抗率＝100（Ω／□）×400×10-7 （cm） 
       =4.0×10-3  （Ωcm） 
※抵抗率が約 5 倍、低くなった。 
この結果よりSiGeの多結晶の状態が、抵抗率が低くな

る状態にできていることが推測される。これによりゼーベッ

ク係数の改善が期待できる。 
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